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propriedades térmicas de micro e nanomateriais por meio da
espectroscopia Raman Optotérmica.
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Figura 3: Em A) amostras de GaAs suspensas sintetizadas pelo doutorando Wesley
Fiorio. Em B) medidas de condutividade térmica de nanofios de silicio utilizando a

Lentes objetivas Expansor de feixe técnica optotérmica [3].
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Figura 1: No topo, a esquerda o espectrdmetro Raman e a direita o sistema de controle de 1000 200 300 200 500 600 Zstuda(;io Cfor espectros;opla Raman
temperatura LNP96. Em baixo, esquemas do experimento [1][2]. Temperatura (K) ependente da temperatura [4].
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significativos nas investigacOes das propriedades termoeldsticas de

Distribuicao gaussiana de 2, .0 materiais na micro e nanoescala.
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